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Quindi combinando il codice a due bit inviato al decoder delle righe e quello inviato al decoder delle colonne si ottiene un nuovo codice, a 4 bit, che permette di selezionare, con ognuna delle sedici combinazioni possibili, ciascuna delle celle elementari:

1101

Le sedici combinazioni sono gli indirizzi delle singole celle. Con n bit possono essere individuate 2ⁿ celle diverse di memoria.
Nelle memorie commerciali, spesso si raggruppano le celle elementari di ogni riga, in modo da formare strutture con otto, sedici oppure trentadue celle.
In tale maniera ad ogni accesso alla memoria possono essere individuate, non solo singole celle, ma parole dette anche word.

Si definisce locazione di memoria un raggruppamento di celle elementari alle quali si può accedere con un'unica combinazione della linea di indirizzo.

In generale si può dire che con n linee di indirizzo possono essere indirizzate 2ⁿ locazioni di memoria.

Parametro caratteristico delle memorie è il tempo di accesso, cioè il tempo che intercorre dal momento in cui viene indirizzata una locazione di memoria a quello in cui si rende disponibile il dato all’esterno del dispositivo, in caso di lettura, o a quello necessario per depositare il dato nella locazione selezionata in caso di scrittura.

MEMORIE NON VOLATILI REALIZZATE CON CELLE CON TRANSISTOR DI TIPO MOS
ROM(READ ONLY MEMORY):sono programmate in sede di fabbricazione ponendo a livello logico alto o basso le singole celle.

PROM(PROGRAMMABLE ROM):sono programmabili con un apposito strumento detto programmatore di PROM. L’ utente può cambiare lo stato delle singole celle bruciando alcuni collegamenti interni con appositi impulsi di tensione.
EPROM(ERASABLE PROGRAMMABLE ROM):sono memorie programmabili cancellabili e riprogrammabili. La cancellazione è ottenuta esponendo la memoria a raggi ultravioletti per circa 20 minuti. A tal fine sul circuito integrato è presente una finestra protetta da un materiale trasparente ai raggi ultravioletti.

EEPROM(ELECTRICAL ERASABLE PROGRAMMABLE ROM):sono memorie cancellabili elettricamente senza dover far ricorso ai raggi ultravioletti.
FLASH(FLASH EEPROM):sono simili alle memorie EEPROM, ma hanno tempi di cancellazione e scrittura più rapidi. Negli ultimi tempi le memorie FLASH hanno avuto grande diffusione in quanto utilizzate per memorizzare il firmware di vari tipi di dispositivi (ad esempio modem) per permetterne poi l’aggiornamento “in circuit”, ovvero senza togliere il chip di memoria dall’apparecchiatura.
Altre applicazioni delle FLASH sono le cosiddette pen-drive ovvero delle memorie FLASH con interfaccia USB.

Le memorie FLASH trovano vasta applicazione per la memorizzazione delle immagini nelle fotocamere digitali e per l’espansione di memoria nei cellulari.

MEMORIE VOLATILI REALIZZATE CON CELLE CON TRANSISTOR DI TIPO MOS O BIPOLARTE (BJT)
Le memorie volatili RAM(RANDOM ACCES MEMORY) possono essere scritte in continuazione, ma quando è tolta l’alimentazione perdono il loro contenuto.

Si classificano in memorie statiche e dinamiche.

Memorie statiche o SRAM(STATIC RAM): sono realizzate sia in tecnologia bipolare che in tecnologia MOS. L’elemento di base per la memorizzazione (cella) è costituito da un flip-flop realizzato con due transistor o due MOS.

Attualmente le SRAM sono costruite quasi esclusivamente in tecnologia MOS e sono caratterizzate dall’avere temi di accesso di poche decine di nano-secondi.
La loro capacità è inferiore alle memorie dinamiche.

Le SRAM trovano applicazione nei sistemi di memoria di tipo CACHE.

Memorie dinamiche o DRAM(DYNAMIC RAM):necessitano di un ripristino della memorizzazione dei dati, ad intervalli di tempo prefissati. Questo tipo di memoria dinamica permette di integrare su un unico chip un numero elevatissimo di celle elementari. Ogni cella usa un solo MOS. Il funzionamento della singola cella di memoria DRAM si basa sullo stato di carica di un condensatore collegato con un transistor di tipo MOS.

EVOLUZIONE DELLE DRAM
DRAM

DRAM FPM

EDO

BEDO

SDRAM

DR-DRAM

SDRAM DDR

SDRAM DDR2

SDRAM DD3

MEMORIE CMOS
E’ una memoria realizzata in tecnologia CMOS(COMPLEMENTARY METAL OXYDE SEMICONDUCTOR), quindi a basso assorbimento di corrente, mantenuta sempre attiva, per mezzo di una piccola batteria posta sulla scheda madre, anche con il PC spento.

Sulla CMOS è memorizzata la configurazione del sistema. Per modificare la configurazione del sistema si accede alla memoria per mezzo del programma BIOS SETUP memorizzato nella memoria FLASH.
MEMORIA CACHE
Le memorie RAM installate in un PC, per motivi di costo, sono di tipo dinamico (SDRAM). Queste memorie costringono la CPU, durante le operazioni di lettura e scrittura, a stati di attesa (wait state) rallentando pertanto il funzionamento del sistema.
Per eliminare in parte tale inconveniente furono inserite sulla piastra madre delle memorie di tipo statico (SRAM) molto più veloci ma anche più costose. Queste memorie con capacità di memorizzazione ridotta rispetto alle DRAM costituivano la memoria CACHE, posta tra il processore e la RAM dinamica.

Nella cache vengono memorizzati dati e parti di programma prelevati dalla memoria DRAM. Il vantaggio di ottenere un minor tempo per accedere ai dati presenti nella memoria di transito è legato al fatto che i dati utilizzati di recente possano, con molta probabilità, essere di nuovo usati e quindi più velocemente reperiti se si trovano sulla più veloce cache.

Il bus di collegamento tra cache di secondo livello e CPU è definito BSB (BACK SIDE BUS) e permette un transito di dati con velocità più elevate rispetto all’ FSB (FRONT SIDE BUS) che collega CPU e chipset northbridge.

Con l’evoluzione dei processori, la memoria cache è stata integrata direttamente sul chip del dispositivo e denominata cache di primo livello per distinguerla dalla cache posta all’esterno del processore detta cache di secondo livello.

Già nella CPU 80486 c’erano 8 KB di cache di primo livello.

Nel Pentium della Intel si hanno 16 KB suddivisi in 8 KB per i dati e 8 KB per le istruzioni, nel Pentium PRO 256 KB, oppure 512 KB di cache di secondo livello, nel Pentium II la cache di secondo livello è posta su una piccola scheda insieme con il core del microprocessore (off die). Nel Pentium III la cache di secondo livello è off die.


LA MEMORIA VIRTUALE


La memoria fisica (RAM) installata in un PC può essere non sufficiente per contenere le applicazioni aperte. In questo caso è utilizzata una parte del disco rigido per aumentare le dimensioni della memoria di lavoro.

La memoria virtuale del disco, è suddivisa in tante parti chiamate pagine.

I dati memorizzati in un file vengono spostati in continuazione tra la RAM e la memoria virtuale e viceversa. Per questo il file contenente la memoria virtuale è definito anche di swap.
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